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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft generell Energie- .bzw. Leistungsmodule und betrifft 
insbesondere ein Energie- bzw. Leistungsmodul, bei dem wenigsten ein Lei- 
stungsbaueiennentchip und Kreise bzw. Schaltkreise zum Betreiben und Steuern 
bzw. Regein des Leistungsbauelementchips in ein und demselben Paket bzw./ 
5 Baustein eingeschlossen sind. - * 

Klein in der Grofte und exzellent in der Verarbeitbarkeit seiend, jst solch ein 
Leistungsmodul, in welchem wenigstens ein Leistungsbauelennentchip, z.B. ein 
Leistungstransistorchip, ein MOS-Einrichtungschip, ein Diodenchip, ein Thyrist- 
10 orchip Oder ahnliches, und Kreise bzw. Schaltkreise zum Betreiben und Steuern 

bzw. Regein des Leistungsbauelementchips in ein und demselben Paket bzw. 
Baustein* eingeschlossen sind, weit verbreitet verwendet worden als ein Inverter- 
bzw. Wechselrichterieistungs- bzw. Energiequellenkreis zum Steuern bzw. 
Regein peripherer Ausrustungen. 

15 . '. ■ ' ■ ■ ./"' v; ; ' ; ' 

Da der Leistungsbauelementchip Warme erzeugt, gibt es daher den Fall, in dem 
die Warme verursacht, dafJ die Schaltkreiselemente der eingebauten Schaltkreise 
zum Betreiben und Steuern bzw. Regein des Leistungsbauelementchips eine 
fehlerhafte Operation ausfuhren pder ausfallen. Um die Schaltkreise zum Betrei- 
20 ' . ben und Steuern bzw. Regein des Leistungsbauelementchips vor der Warme des 
Leistungsbauelementchips zu schutzen, mussen daher die Schaltkreise zum 
Betreiben ;und Regein des Leistungsbauelementchips in einem bestimmten 
Bereich von dem; Leistungsbauelementchip getrennt werden und es gibt eine 
Begrenzung der Miniaturisierung. des Leistungsmoduis. 

25- 

Es ist daher ein Leistungsmodul mit einer zweilagigen inneren Struktur vor- 
geschlagen worden, um den Bereich, welcher von dem. Leistungsmodul belegt 
wird, zu reduzieren, wie in Figuren 4 und 5 gezeigt. Dies bedeutet, ein Lei- 
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stungsmodul 1 1 hat eine zweilagige Struktur ein'es Basissubstrats bzw. -tragers 
13 und eines Steuer- bzw. Regeltragers' bzw. -substrats 14. Das Basissubstrat 
13 besteht aus einem. Alumini.umsubstrat oder einem DBC-{Direkt bindendes 
Kupfer (direct bonding copper))-Substrat zum Tragen der Leistungsbauelement- 
chips, z.B. Leistungstransistorchips 12, gebildet. Andererseits ist das Steuer- 
bzw. Regelsubstrat 14 in einem- Abstand oberhalb des Basissubstrats 13 an- 
geordnet und aus einem Substrat einer gedruckten Schaltung gebildet mit 
gedruckten Mustern bzw. Schemata von Schaltkreisen zum Betreiben und 
Steuem bzw. Regeln der Leistungstransistorchips. Ein AusgangsanschluR 15 des 
Leistungsmoduls ist dann ah der oberen Flache des Basissubstrats 1 3 verbunden 
und Muster sind auf dem Basissubstrat 1 3 vorgesehen zur Verbindung mit Ein- 
/Ausgangsanschlussen der Leistungsbauelementchips 12 und des Steuer- bzw. 
Regelkreissubstrate's. 14. Das Regelkreissubstrat 14 wird getragen in einem 
Abstand oberhalb des Basissubstrats 1 3 durch Verbindungsanschlusse 16, 
welche ebenfalls als Trag'beine \A>irken. Die Eingangs-ZAusgangsanschlusse des 
Regelkreissubstrates 14 sind mit dem Basissubstrat 1 3 durch die Verbindungs: 
anschlusse 16 verbunden. Schaltkreiselemente 17 der Schaltkreise zum; Betrei- 
ben und Steuern bzw. Regeln der Leistungstransistorchips 1 2 sind an dem 
Regelkreissubstrat 14' angebracht und ein Steuer- bzw. RegelanschluS 18 ist 
ebenfalls mit dem Regelkreissubstrat 14 verbunden. Das Basissubstrat 13 und 
das Regelkreissubstrat 14 sind mit einer Gehause- bzw. Ummantelungsabdek- 
kung 19 aus Kunstharz abgedeckt. Das Basissubstrat 13 ist an seiner unteren. 
"Flache freigelegt. Alternativ kann eine Kuhlkorperplatte an der unteren Flache 
des Basissubstrats 13 angebracht sein, wenn erforderlich. 

Jeder Transistorchip 12 verwendet einen blanken Chip, in dem eine Basisejek- 
trode 20 und eine Emitterelektrode 21 an seiner oberen Flache ausgebildet sind, 
wahrend seine untere Flache als Ganzes als ein KollektoranschluS 22 ausgebildet 
ist, wie in Figur 5 gezeigt. Die untere Flache, d.h. der Kollektoranschlu(3 22 
dieses Transistorchips 1 2 ist durch ein Lot 24 an der oberen Flache eines War- 
meverteilers 23 aus einem Metall wie Kupfer mit einer hoheh Warmeleitfahigkeit 
fixiert und die untere Flache des Warmeverteilers 23 ist an dem Basissubstrat 1 3 
durch Lot 25 fixiert. Die Basis- und Emitterelektroden 20 und* 21 des Transist- 
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.orchips.,12 sind.an vorbestimmten. Mustern bzw. Schemata 26 uhd 27 an der 
- oberen Flache d.es Basissubstrats 1 3 durch das Drahtverbinden bzw. Drahtbon- 
. den nnit Alurniniumdraht 28 verbunden. Der Kollekto/anschluB 22 ist nr»it einem 
vorbestimmten Muster bzw.. Schema (nicht gezeigt) an dem Basissubstrat 13 
durch das Lot 24 und Drahtbonden (nicht gezeigt) verbunden. Der Transistorchip 
12, welcher an dem Basissubstrat 13 fixiert ist, ist mit einer Abdichtmasse 29 
aus Kunstharz ummantelt, wie in Figur 4 gezeigt. 

Mit solph einer zweilagigen Struktur kann das Leistungsmodul in seiner Flache 
bzw. Grundflache verringert werden, jedoch erhoht es sich in der Hohe. Ferner - 
gibt es. einen Mangef, daS es erforderlich ist, .Mittel zum Tragen des Regelkreis- 

^substrats 14 oberhalb des Basissubstrates 13 . und Mittel .zum elektrischen 
Verbinden der Basis- und Regelkreissubstrate miteinander vorzusehen. Die 

.Struktur wird daher. kompliziert und die Anzahl von Zusammensetzschritten 
erhoht sich. Ferner wird das Basissubstrat 1 3 au~s einem Aluminiumsubstrat oder 
einem DBC-Substrat gebildet, betrachtet von dem Erfordnis hoher Warmeablei- 
tung und Isolation, was zu erhohten. Materialkosten fuhrt. 

In japanischen Patentzusammenfassungen, Ausgabe 16, Nr. 344 (E-1239) 
24/07/92; und JP-A-41 05350 und japanische. Patentzusamnhenfassung, Aus- 
gabe 16. Mr. 360 (E.-.l 243) 04/08/92; und JP-A-41 1 2560 sind Chipanbringungs- 
anordnungen beschrieben worden, bei welchen eine Offnung in der Form entwe- 
der eines Winkelloches Oder eines Durchgangsloches vorgesehen ist, in dem ein 
Warmeverteiler, auf dem ein Leistungsbaueiementchip getragen wird, eingesetzt 
werden kann, so daS der Verteiler und der Bauelementchip in derselben Ebene 
an einem Basissubstrat fixiert sind. 

in japanischen Patentzusammenfassungen, Ausgabe 15, Nr. 241 (El 080) 
21/06/91 und.JP-A-3076255 ist eine Anordnung beschrieben, bei welcher eine 
Metallplatte eine Basis fur einen Halbleiterchip bietet. In Microelectronics Packa- 
ging Handbook, R. Tummula et al.. Van Nostrand Reinhold, New York, US, 
1988, Seiten 476 bis 490, ist ein Verfahren zum Herstellen eines mehriagigen 
Keramiksubstrats beschrieben. 
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In EP-A-0 468 475 ist eine DBC-Platte zum Fixieren eines Halbleiterpellets darauf 
offenbart. 

Es ware wunschenswert, ein Leistungsmodul zu schaffen, welches in der Struk- 
tur der Verbindung zwischen einem Basissubstrat, welches Leistungsbaueiement- 
chipstragt, und einem Steuer-bzw. Regelsubstrat mit gedruckten Mustern bzw. 
Schemata von Kreisen .bzw. Schaltkreisen zum . Betreiben und Steuern bzw, 
Regein der Leistungsbauelementchips zu schaffen. 

Es ware ferner wunschenswert, ein Leistungsmodul zu schaffen, in dem Lei- 
stungsbauelementchips und Schaltkreise zum Betreiben bzw. Ansteuern und 
Steuern bzw. Regein der Leistungsbauelementchips angrenzend zuelnander im 
wesentlichen an ein und dersefben Eb.ene angeordnet sind. 

GemaS der voriiegenden Erfindung ist ein Leistungsmodul, wie im Anspruch 1 
definiert, vorgesehen. 

Mit dieser Struktur werden der Leistungsbauelementchip und das Steuer- bzw. 
Regelsubstrat im wesentlichen in ein und derselben Ebene getragen, so dad es 
moglich ist, die Hohe um die Halfte im Vergleich mit einem konventionellen 
Zweilagensystem zu- reduzieren. Da der Warmeverteiler.an.dem Basissubstrat 
fixiert ist, wird ferner die Warme des Leistungsbauelementchips an dem Warme- 
verteiler durch den Warmeverteiler zu dem Basissubstrat. ubertragen, so da(S sie 
von dem Basissubstrat abgeleitet wird, so dafS es keine Befurchtung gibt, daS die 
Warme zu den Schaltkrelselementen an dem Regelsubstrat abgegeben wjrd. Es 
ist daher moglich, die Schaltkreiselemente an dem Regelsubstrat nahe zu dem 
Leistungsbauelemeritchip anzuordnen', um es dabei zu ermogiichen, die Flache 
des Regelsubstrats zu reduzieren, so daGi das Leistungsmodul in seiner GroBe im 
Vergieich mit konventionellen stark reduziert werden kann. Andere Merkmale 
und Vorteile der Erfindung werden aus der folgenden Beschreibung bevorzugter 
Ausfuhrungsformen deutlich. In den Figuren zeigt: 

Figur 1 • eine vertikale Schnittansicht, welche einen Hauptabschnitt einer 
ersten Anordnung eines Leistungsmcduls zeigt, welches jedoch 
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^ keine Ausfuhrungsform'der vdrliegehden Erfindung darstellt, 
Figur 2 eine-vergr6I3erte vertikale Schnittansicht; wslche einen Leistungs- 

b^uelementchipabschnitt in der Anordnung von Figur 1 zeigt, jedoch 
- in einer anderen Richtung gesehen, 

Figur 3 eine vergroSerte vertikale Schnittansicht, welche einen Leistungs- 

bauelementchipabschnitt gemaG einer Ausfuhrungsform des Lei- 

stungsmoduls gemafS der Erfindung zeigt, 
Figur 4 eine vertikale Schnittansicht, welche einen Hauptabschnitt eines 

Beispiels des konventionellen Leistungsmoduls zeigt, und 
Figur 5 eine vergroBerte vertikale Schnittansicht, welche einen Leistungs- 

bauelementchipabschnitt in dem Beispiel von Figur 4 zeigt. 

Bezugnehmend zu den Zeichnungen; wird unten eine bevorzugte Ausfuhrungs- 
form der Erfindung beschrieben. in der Anordnung gennafi Figur 1 und der 
Ausfuhrungsform sind die konstituierenden- Elemente, welche dieselben oder' 
aquivalent zueinander sind, korrespondierend bezeichnet und die Beschreibung 
davon wird nicht wiederholt. 

Als erstes wird mit Bezug zu Figureh 1. und 2 eine Anordnung beschrieben, 
welche keine Ausfuhrungsform der Erfindung darstellt. Ein Leistungsmodul .31 ist. 
durch. ein Basissubstrat 34 und eine- Ummantelungs- bzw. Verkleidungsabdek- 
kung 35 gekapselt bzw. versiegelt, welche so angeordnet ist, dad die obere 
Flache des Basissubstrats 34 mit einem vorbestimmten Abstand dazwischen 
abgedeckt wird. Das Basissubstrat 34 tragt darauf eine Tafel von Steuer- bzw. 
Reg.elsubstrat 33, welches ein Substrat eines gedruckten Schaltkreises ist, an 
dem Muster bzw. Schemata aufgedruckt sind, welche mit den Anschl.ussen von 
Leistungsbauelementchips 32 und Mustern von Schaltkreisen zum Betreiben und 
Steuern- bzw^ Regein der Chips verbunden werden sollen. Schaltkreiselemente 
35 der Betriebs- bzw. Steuer- und Regelkreise sind an dem Regelsubstrat 33 in 
derselben Weise wie in dem oben genannten konventionellen Beispiel angebracht . 
und Steuer- bzw. Regel- und Ausgangsanschlusse 37 und 38 des Leistungs- 
moduls 31 sind mit dem Regelsubstrat 33 verbunden. Das Basissubstrat 34 wird 
durch ein Material wie eine Aluminiumplatte oder ahnlichem gebildet, welches 
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" eine Eigenschaft einer guten Warmeableitung" aufweist- Eine Kuhlkorperplatte 
kann an der Ruckseite des Basissubstrats 34 angebracht seih, urn den Effekt der 
Warmeableitung zu erhdhen. Wie detaMlierter in Figur 2 gezeigt, ist eine Offnung 
41 zum Einsetzen eines Warmeverteilers 39 darin zum Tragen jedes Leistungs- 
5 bauelementchips 32 an seiner oberen Flache in dem Regelsubstrat 33 ausge- 
bildet, Der Warmeverteiler 39 ist aus eihem Material wie Aluminiunnnitrid, Alumi- 
niijmdxid oder ahnlichenn hergestellt, welches uberragend in einer Warmeablei- 
tung und Isolation ist, und die untere Flache des Warmeverteilers 39 ist an dem 
Basissubstrat 34 durch ein Haftnnittel 42-angebracht. Der Warmeverteiler 30 ist 

10 * ' an seiner oberen Flache mit einem Metallabschnitt 43 angebracht, w.elcher mit 
DBC behandelt ist. Dieser Metallabschnitt 43 ist so angeordnet> dafS sein unterer, 
Kupferabschnitt, ausgebiidet ist, urn mit dem Warmeverteiler 39. in Kontakt zu 
treten, und der obere, Nickel-platierte bzw; -uberzogene Abschnitt/ an einem 
KollektoranschluS 44 des Leistungsbauelementchips 32 durch Lot 45 fixiert ist. 

1 5 Jeder Leistungsbauelementchip 32 hat eine Basi.selektrode 46 und eine'Emitter- 
elektrode (nicht gezeigt) an seiner oberen- Flache und die untere Flache als 
' iSanzes wirkt als KollektoranschluS 44. Durch Drahtbonden mit Aluminiumdraht 
48 wird das Lot 45 mit einem Muster 47 an dem Regelsubstrat 33 verbunden, 
so daS der Kpllektoranschlufi 44 mit denn Muster 47 durch das Lot 45 und den 

20 Aluminiumdraht 48 verbunden wird. Durch Drahtverbinden bzw^ Drahtbonden 

' ' ' mit anderem Alumihiumdraht 48 wird die Basiselektrode 46 mit einem Muster 49 
■an dem Regelsubstrat 33 verbunden. Die oberen Flachen der Muster 47 und 49 
sind mjt Nickel uberzogen bzw. platiert und die Nickelplatierung ist ferner galva- 
nisiert bzw. blitz- bzw. abbrennplatiert (flash-plated) mit Gold, um die Bindung 

25 mit dem Aluminiumdraht 49 sicher und fast zu machen. Jeder Leistungsbau- 
• elementchip 32 ist mit einem Versiegelungsmaterial 50 uberzogen, welches aus 
einem Epoxidharz, Silica- bzw. Siliciumdioxidpulver als einem ' Fuller, einem 
Farbemittel, wie Rufi, als ein Zusatz, einem Feuerhemmmaterial, wie eine Oxal- 
saure, etc.,' zusammengesetzt .ist, um den Leistungsbauelementchip physisch, 

30 chemisch und elektrisch zu schutzen. 

So ist in diesem Leistungsmodul 31 in dieser Anordnung die Offnung 41 zum 
Einsetzen des Warmeverteilers 39 in dem Regelsubstrat 33 derart ausgebildet. 
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dadder Warmeverteiler 39 in die Offnung 41 eingesetzt ist, urn an dem Basis- 
substrat 34 angebracht zu warden. DemgemaB hat das Leistungsmodul 31 eine 
im wesentlichen einlagige Struktur, so daH es moglich ist, seine Hohe auf die 
Halfte, im Vergleich mit einem konventionelleo Zweilagensystem, zu reduzieren. 
Ferner wird. da die Seitenkante des Warmeverteilers 39 in einem Abstand von 
der Seitenflache der Offnung 41 angeordnet ist, die WarmB des Leistungsbau- 
elementchips 32 an dem Warmeverteiler 39 nicht direkt zu dem Regelsubstrat 33 
durch den Warmeverteiler 39 ubertragen, und, da die untere Flache des Warme- 
verteilers 39 an dem Basissubstrat 34 fixiert ist, wird die Warme, welche zu dem 
Warmeverteiler 39 ubertragen. wird!' ferner von dem Warmeverteiler 39 zu dem- 
Basissubstrat 34 ubertragen und von dem Basissubstrat 34 abgeleitet. Demge- 
malS wird die Warme weniger von dem Warmeverteiler 39 zu den Schaitkreis- 
elementen an dem Regelsubstrat 33 ubertragen, so da(S es moglich ist, diese 
Schaltkreiselemente nahe zu dem Leistungsbauelementchip..32 anzuordnen, und 
es daher moglich ist, die Flache.des Regelsubstrats 33 zu reduzieren. DemgemaB 
ist es moglich, das Leistungsnriodul 31 in der Grof^e im Vergleich zu konventio- 
nellen zu reduzieren. Da der Leistungsbauelementchip 32 und das Regelsubstrat 
33 miteinander durch den -Alurainiumdraht 48 verbunden sind,. ist es ferner 
moglich, den Unterschied der thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen 
dem Warmeverteiler 39 und dem Regelsubstrat 33 zu absorbieren, um es dabei 
zu ermogiichen, die Zuverlassigkeit gegen thermische Spannung zu.erhohen. 

Die Zusammensetzarbeit diesds Leistungsmoduls 31 wird beschrieben. Zuerst 
wird der Leistungsbauelementchip 32 an. seiner Kollektoranschlu(l-f44)-Seite an 
dem Metallabschnitt 43 des Warmeverteilers 39 durch das Lot 45 fixiert: Als 
nachstes. werden die Schaltkreiselemente 36 der Schaltkreise zum Betreiben 
bzw.. Ansteuem und Steuern bzw. Regeln.des Chips an d^ni Regelsubstrat 33" 
angebracht und. das Regelsubstrat 33 wird an dem Basissubstrat 34 durch das 
Haftmittel 42 fixiert. Das Drahtbonden mit dem Aluminiumdraht 48 wird zwi- 
schen der Basiselektrode 46 des Leistungsbauelementchips 32 und dem Muster 
49 des Regelsubstrats 33 und zwischen dam Metallabschnitt 43 und dem 
Muster 47 ausgefuhrt und, das Drahtbonden mit dem Aluminiumdraht (nicht 
gezeigt) wird ebenfalls zwischen einer nicht gazeigten Emitterelektrode und 
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einem Muster des Regelsubstrats 33 (nicht gezeigt) ausgefuhrt, mit dem der 
EmitteranschluR 54 verbunden werden_solI, um dabei die elektrische Verbindung 
zu .vervollstandigen. Der Warmeverteiier 39 ist mit dem Haftmittel 42 ange- 
braclit, eingesetzt in die Offnung 41 und an dem Basissubstrat 34 fixiert. Die 
Gehauseabdeckung 35 wird anschlieRend angebracht. 

In der in Figur 3 gezeigten Ausfuhr.ungsform ist ein Muster bzw. Schema 47 zur 
Verbindung mit einem KoHektoranschluS 44 jedes Leistungsbauelementchips 32 
. nahe einer Offnung 41 eines Regelsubstrates 33 vorgesehen und dieses Muster. 
47 Lind ein Metallabschnitt 43 sirid miteinander durch Lot 51 verbunden. Ein 
Warmeverteiier 39 und. das Regelsubstrat 33 sind miteinander fest verbunden 
durch Loten; so dafS der Warmeverteiier 39 und das Regelsubstrat 33 sicher 
gehalt^n wird, auch wenn ein Zusammenziehen aufgrund des Unterschiedes des 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen dem Warmeverteiier 39 und 
dem Regelsubstrat 33 auftritt. Es ist daher moglich, dte Zuverlassigkeit gegen 
th^rmische Spannung zu verbessern. Ferner kann in dieser Ausfuhrungsform.ein 
Metallabschnitt 52, 'ahnlich zu dem Metallabschnitt 43, an der unteren Flache 
des Warmeverteilers 39 vorgesehen sein und mit dem Basissubstrat 34 durch 
Lot 53 fixiert sein. Folglich ist es moglich, die Stabilitat des Warmeverteilers 39 
zu dem Basissubstrat 34 zu verbessern. Die Bezugsziffer 54 reprasentiert eine 
Emittereiektrode des Leistungsbauelementchips 32, wobei die Emitterelektrode 
54 durch einen Aluminiumdraht 48 mit einem Muster 55 des Regelsubstrats 33 
verbunden ist, mit dem der Emitteranschlud. 54 verbunden werden soli. 

Obwohl die vorliegen.de Erfindung mit Bezug zu einer bevorzugten Ausfuhrungs- 
form beschrieben worden ist, dient die Beschreibung dazu, die Erfindung zu 
verdeutlichen, und die Erfindung kann vielfaltig variiert werden, ohne von den 
beigefugten Anspruchen abzuweichen. 
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. AnsprOche 

1. Energie- bzw. Leisfungsmodul (31 ) in der Form eines einzelnen Paketes 
bzw. Bausteins mit wenigstens einem Leistungsbauelementchip.{32) und 
Schaltreisen bzw. Schaltungen zum Antreiben und Steuern bzw. Regein 
des Chips (32), wobei das Leistungsmodul vorgesehen ist mit: 
einem Warmeverteiler (39) aus eineni warmeableitenden MateriaL welcher . 
den Leistungsbauelementehip (32) auf einer obereh Flache von diesem 
tfagt, . . - , 

einem Steuer- bzw. Regeitrager bzw. ^substrat (33) mit gedryckten Mu- 
stern bzw. gedruckten Schemata (47, 55), welche an einer oberen Fiache 
von diesem ausgebildet sind, welche die Schaltungen und ein gedrucktes 
Verbindungsmuster bzw. -schema (47) zur Verbindung mit dem Leistungs- 
bauelementehip (32) bilden, und mit einer Offnung (411, in der der War- 
me^verteiler (39) angeordnet ist, . ' - 

einern Grundsubstrat bzw. -trager (34) m Form einer warmea^bleitenden 
Platte, welche das Steuer- bzw. Regelsubstrat (33) und den Warmever- 
teiler (39) fest tragt, 

Wobei wenigstens der Leistungsbauelementehip (32) uber seiner oberen 
Fiache. mit einer Versiegelung bzw. Abdichtung.smischung bzw. Vergull- . . 
masse (-50) abgedeckt ist, der Leistungbauelementchip Elektroden, welche 
an einer oberen Fiache von diesem ausgebildet sihd, und einen AnschlufS 
aufweist, welcher im wesentlichen durch das Ganze einer unteren Fiache 
von diesem gebildet wird, 

der Leistungbauelementchip (32) und das gedruckte Verbindungsschema 
(47) miteinander durch Drahtverbindung (48) verbunden sind; 
der Warmeverteiler. (39) an seiner oberen Fiache mit einem oberen Metall- 
abschnitt (43) versehen ist, welcher sowohl warmeleitend als auch eiek- 
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trisch leitend ist wobei der obere Metallabschnitt (43) eine gelotete 
Verbindung (45) zu einer unteren Flache des Leistungsbauelementchips 
(32) aufweist, ^ ' 

das gedruckte Verbindungsschema (47) angrenzend zu der Offnung (41) 
5 des Steuer- bzw. Regelsubstrats (43) ausgebildet ist und elektrisch mit 

dem oberen Metallabschnitt (43) des Warmeverteilers (39) verbunden ist, 
dadurch gekennzeichhet, dafj der Grundtrager (34) eine Metallplatte ist, 
die VersiegelungsverguSmasse (50) ferner einen Teil des Steuer- bzw. 
Regelsubstrates (33)-abdeckt, 

10 die Elektroden an der oberen Flache des Leistungsbauelementchips (3'2) 

Basis und Ernitter-Elektroden (46, 54) sind und der Anschlufl an der 
unteren Flache von dieserri efn KollektoranschluB (44) ist, 
der obere Metallabschnitt (43) eine gelotete Verbindung zu der unteren 
Flache des Leistungsbauelementchips (32) aufweist und 

1-5 das gedruckte Verbindungsschema (47) mit dem oberen Metalla"bschnitt 

durch Lot (51) verbunden ist.. 

2. Leistuhgsmodul gemalS Anspruch 1 , bei welchem der Vyarmeverteiler (39) 
ebenfalls an seiner unteren Flache mit einem unteren Metallabschnitt (52) 
20 vorgesehen ist, welcher ahnlich zu dem oberen Metallabschnitt "(43) ist,. 

wobei der Warmeverteiler (39) durch Ldten (53) mit dem Grundtrager (34) 
durch den unteren Metallabschnitt (52) verbunden ist. 
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